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[Table_Title] 中微半导体跟踪 

备品备件收入主要来自集成电路，ICP 刻蚀设备

市场正在超过 CCP 刻蚀设备市场 
 
 
 

[Table_Summary] 中微半导体发布科创板 IPO 申请对第二轮审核问询函的回复，进一步补充了
备品备件的收入构成、ICP 与 CCP 刻蚀设备的对比及发展趋势。我们继续
强烈推荐半导体设备板块，重点推荐北方华创、精测电子、晶盛机电，推荐
关注盛美半导体、长川科技。 

 在手订单：2018 年刻蚀设备订单爆发。公司首次披露备品备件的收入构

成，2018 年刻蚀设备用备品备件销售收入 1.71 亿元，占到备品备件总收

入的 3/4，MOCVD设备用备品备件销售收入仅为 0.55亿元，占到备品备件

总收入的 3/4。按集成电路/LED分类（不包括设备维护收入），2018年中

微在集成电路领域的业务收入合计 7.37亿元（刻蚀设备 5.66亿元+刻蚀设

备用备品备件 1.71 亿元），集成电路业务收入占比 45%，在 LED 领域的

业务收入 8.88亿元，LED设备业务收入占比 55%.。 

 CCP 与 ICP 刻蚀设备的对比：目前销售收入仍以 CCP 刻蚀设备为主。电

容性等离子体刻蚀设备主要以等离子体在较硬的介质材料（氧化物、氮

化物等硬度髙、需要髙能量离子反应刻蚀的介质材料；有机掩模材料）

上，刻蚀通孔、沟槽等微观结构；电感性等离子体刻蚀设备主要以等离

子体在较软和较薄的材料（单晶硅、多晶硅等材料）上，刻蚀通孔、沟

槽等微观结构。2016-2018 年，公司累计销售刻蚀设备 13.25 亿元，其中

CCP设备销售额 11.71亿元，占比 88.4%，ICP设备销售额 1.54亿元，占比

11.6% 

 ICP 刻蚀设备市场正在超过 CCP 刻蚀设备市场。由于逻辑器件和存储器件

的结构变化，介质刻蚀要刻蚀高精度薄膜，需要用较低能量的等离子体，

并在低压下实现刻蚀均匀。采用电感性等离体刻蚀设备能实现更好的效

果，所以电感性等离体刻蚀设备越来越广泛地应用于介质刻蚀应用中。

因此，随着技术的演变，业内主要采用将刻蚀设备分为 CCP 刻蚀设备和

ICP刻蚀设备的分类方法。目前无法获取二者保有量占比情况的公开客观

数据，但目前的总体趋势是 ICP 刻蚀设备市场正在超过 CCP 刻蚀设备市

场。 

 中微刻蚀设备未来主要研发方向： 

CCP等离子体刻蚀设备的研发方向：用于 3D NAND 和 DRAM存储器刻蚀的

CCP 刻蚀设备，特别是用于极高深宽比的应用；用于 5-3 纳米及更先进逻

辑电路刻蚀的 CCP 刻蚀设备。 

ICP等离子体刻蚀设备的研发方向：用于 3D NAND 和 DRAM 存储器刻蚀的

ICP 刻蚀设备；用于 5-3 纳米及更先进逻辑电路刻蚀的 ICP 刻蚀设备；用

于先进封装和高端 MEMS 生产的 TSV 刻蚀设备。 

 投资建议：中微以及安集微电子、上海微电子等拟登陆科创板，增强国

产集成电路工艺设备与材料的资本实力，继续看好半导体设备板块，强

烈推荐北方华创、精测电子、晶盛机电，推荐关注盛美半导体、长川科

技。 

 风险因素：中国大陆存储厂商投产延缓全球存储芯片周期复苏。 

Table_Companyname]   
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1、中微历年备品备件收入构成 

公司首次披露备品备件的收入构成，如 2018年刻蚀设备用备品备件销售收入 1.71亿元，占到备品备

件总收入的 3/4，MOCVD设备用备品备件销售收入仅为 0.55亿元，占到备品备件总收入的 3/4。 

 

图表 1. 中微备品备件收入构成 

单位：万元 2018年 占比(%) 2017年 占比(%) 2016年 占比(%) 

刻蚀设备用 17123.38 75.5 13301.76 98.7 11464.21 98.9 

MOCVD用 5548.59 24.5 179.66 1.3 129.19 1.1 

合计 22671.97 100 13481.41 100 11593.40 100 

毛利率（%） 37.3  39.1  40.1  

资料来源：公司公告，中银国际证券        

 

按集成电路/LED分类（不包括设备维护收入），2018年中微在集成电路领域的业务收入合计 7.37亿

元（刻蚀设备 5.66亿元+刻蚀设备用备品备件 1.71亿元），集成电路业务收入占比 45%，在 LED领域

的业务收入 8.88亿元，LED设备业务收入占比 55%。 

 

图表 2. 中微按集成电路/LED 分类收入构成（2016-2018） 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 
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图表 3. 中微按集成电路/LED 分类收入结构（2018） 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

2、CCP 和 ICP 刻蚀设备的比较及发展趋势 

电容性等离子体刻蚀设备主要以等离子体在较硬的介质材料上，刻蚀通孔、沟槽等微观结构；电感

性等离子体刻蚀设备主要以等离子体在较软和较薄的材料上，刻蚀通孔、沟槽等微观结构。 

 

图表 4. CCP和 ICP刻蚀设备的对比 

类别 设计 应用 刻蚀材料 

未来发展趋

势 

电容性等离子体刻蚀

设备（CCP） 

将射频电源接反应腔上、下电

极中的一个或两个上，等离子

密度及离子能量可以实现分

別控制 

以髙能离子在较硬的介

质材料上，刻蚀髙深宽

比的深孔、深沟等微观

结构：以较髙密度的等

离子体来刻蚀有机掩模

层 

氧化物、氮化物等硬

度髙、需要髙能量离

子反应刻蚀的介质

材料；有机掩模材料 

存储器髙深宽

比刻蚀：逻辑电

路的金属掩模

大马士革结构

一体化刻蚀 

电感性等离体刻蚀设

备 （ICP） 

一组或多组连接射频电源的

线圈罝于反应腔上部或者婣

围，以实现等离子浓度及其能

量可以分别控制：动态、分区

域的反应气体注入系统 

以较低的离子能量和极

均匀的离子浓度刻蚀较

软的和较薄的材料 

单晶硅、多晶硅等材

料 

高深宽比刻蚀： 

原子层刻蚀 

资料来源：公司公告，中银国际证券        

 

近年来，由于逻辑器件和存储器件的结构变化，介质刻蚀要刻蚀高精度薄膜，需要用较低能量的等

离子体，并在低压下实现刻蚀均匀。采用电感性等离体刻蚀设备能实现更好的效果，所以电感性等

离体刻蚀设备越来越广泛地应用于介质刻蚀应用中。 

因此，随着技术的演变，业内主要采用将刻蚀设备分为 CCP 刻蚀设备和 ICP刻蚀设备的分类方法。

目前无法获取二者保有量占比情况的公开客观数据，但目前的总体趋势是 ICP 刻蚀设备市场正在超

过 CCP刻蚀设备市场。 

 

3、中微刻蚀设备的生产能力及占比情况 

中微公司从 2004年建立起，首先着手开发甚高频去耦合的 CCP 刻蚀设备 Primo D-RIE，于 2008年进入

市场，到目前为止已成功开发了双反应台PrimoD-RIE，双反应台Primo AD-RIE 和单反应台的Primo AD-RIE 

三代刻蚀机产品，涵盖 65纳米、45纳米、32纳米、28纳米、22纳米、14纳米、7纳米到 5纳米关键

尺寸的众多刻蚀应用。 
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中微公司于近年来开始开发 ICP刻蚀设备，于 2016年进入市场。到目前为止已成功开发出单反应台

的 Primo nanova刻蚀设备，同时着手开发双反应台 ICP 刻蚀设备。公司的 ICP 刻蚀设备主要是涵盖 14

纳米、7纳米到 5纳米关键尺寸的刻蚀应用。中微公司还顺应集成电路先进封装和 MEMS传感器产业

发展的需要，成功开发了电感性深硅刻蚀设备。 

2016-2018年，公司累计销售刻蚀设备 13.25亿元，其中 CCP设备销售额 11.71亿元，占比 88.4%，ICP

设备销售额 1.54亿元，占比 11.6%。 

 

图表 5. 中微按集成电路/LED 分类收入结构（2018） 

 

资料来源：公司公告，中银国际证券 

 

4、中微刻蚀设备未来主要研发方向 

公司未来电容性等离子体刻蚀设备的研发方向：用于 3D NAND和 DRAM存储器刻蚀的 CCP刻蚀设备，

特别是用于极高深宽比的应用；用于 5-3 纳米及更先进逻辑电路刻蚀的 CCP刻蚀设备。 

公司未来电感性等离子体刻蚀设备的研发方向：用于 3D NAND 和 DRAM 存储器刻蚀的 ICP刻蚀设备；

用于 5-3纳米及更先进逻辑电路刻蚀的 ICP刻蚀设备； 

用于先进封装和高端 MEMS生产的 TSV刻蚀设备。 

 

5、中微刻蚀设备关键性能参数的量化对比情况 

（1）电容性等离子体刻蚀设备 

以逻辑电路中离子注入有机掩模层刻蚀应用为例，公司的 Primo AD-RIE-e刻蚀设备与国际同类设备商

的对比情况如下： 
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图表 6. 中微 CCP刻蚀设备关键性能参数的国际比较 

关键性能参数 参数解释 国际同类设备商 
公司 Primo 

AD-RIE-e 
对比情况 

单位时间生产效率 系统单位时间（每小时）生产

的晶圆数量 
N N 达到国际同类设备水平 

腔体维护间隔时间 

刻蚀腔体两次停机维护的间

隔时间 
T T 达到国际同类设备水平 

颗粒污染率 
晶圆加工后，大于某规定尺寸

的表面颗粒数目 大于 32nm 颗粒<15颗 

大于 32nm颗

粒<15 颗 
达到国际同类设备水平 

关键尺寸稳定性 
良好的关键尺寸稳定性能保

证整片晶圆的性能一致 
<4nm <4nm 达到国际同类设备水平 

资料来源：公司公告，中银国际证券        

 

（2）电感性等离子体刻蚀设备 

公司电感性等离子体刻蚀设备 Primo nanova 产品与国际同类设备商的对比情况如下： 

 

图表 7. 中微 ICP刻蚀设备关键性能参数的国际比较 

关键性能参数 参数解释 国际同类设备 商 公司 Primo nauova 对比情况 

关键尺寸均匀性 

关键尺寸是指刻蚀形貌的大

小，决定了芯片的电路性能甚

至良率，良好的均匀性能保证

整片晶圆的性能一致 

< 1nm < 1nm 
达到国际同类设备

水平 

关键尺寸稳定性 

关键尺寸是指刻蚀形貌的大

小，良好的稳定性能保证不同

时间生产的芯片电性能和良

率的稳定 

< 1nm < 1nm 
达到国际同类设备

水平 

结构边缘的粗糙 度 结构边缘的粗糙度是指刻蚀

形貌边缘的线性度或者圆润

程度，粗糙度差会到导致芯片

电性能及可靠性出问题 

<2nm <2nm 

达到国际同类设备

水平 

结构形貌变形 
结构形貌变形是指刻蚀前后

形貌的差异 
无 无 

达到国际同类设备

水平 

结构的边角侵蚀 
通常刻蚀要求边角没有任何

侵蚀 
无 无 

达到国际同类设备

水平 

杂质微粒 

杂质微粒是指在刻蚀过程中

及前后产生的颗粒物，会降低

晶圆的良率 

< 15 (0.06μm) < 15 (0.06μm) 
达到国际同类设备

水平 

机台占地而积 
机台占地面积越小，厂房利用

效率越高 
A < 0.65A 

优于国际同类设备

水平 

资料来源：公司公告，中银国际证券        
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（3）深硅刻蚀设备（TSV 系列） 

 

图表 8. 中微深硅刻蚀设备关键性能参数的国际比较 

关键性能参数 参数解释 国际同类设备 公司 TSV 对比情况 

设备平台最大装载能

力 
可装载反应台的数目 一般 3-4反应台 

6个反应台和 2个预

加热台 
优于国际同类设备 

300毫米/ 200毫米晶圆

通用机台 

300毫米/ 200毫米的可转换能

力 
不可切换 可切换 

支持 300毫米和 200毫

米切换，国际同类设

备一般不可 

产出率 单位时间的产出 单反应台 双反应台 
双反应台的 TSV优于

单反应台的产出率 

机台占地面积 
机台占地面积越小， 厂房利

用效率越高 
A < 0.65A 优于国际同类设备 

兼容硅和氧化硅刻蚀 

同一腔体即可刻蚀硅，又可刻

蚀氧化硅 
量产 量产 

达到国际同类设备水

平 

兼容硅和玻璃衬底 

晶圆分为硅衬底和玻璃衬

底，Primo TSV 同一腔体可刻

蚀硅和玻璃衬底的晶圆 

量产 量产 
达到国际同类设备水

平 

资料来源：公司公告，中银国际证券        

 

（4）MOCVD 设备 

 

图表 9. 中微 MOCVD设备关键性能参数的国际比较 

关键性能参数 参数解释 国际同类设备商 公司 Prismo A7 对比情况 

产能（片/炉次） 
单炉次托盘可承载衬底片

数：片数越多产能越大 
31 34 

达到国际同类设备水平 

MO源双区输入 

喷淋头的M0源进气方式，双 K

输入比节区输入可实现史优 

的膜厚及组分均匀性 

 单区 双区 优于国际同类 设备水平 

控溫方式 

托盘或者衬底的温度控制方

式，主要采用模块控温和 PID

控温; 模块化控温具有更快响

应速度、 更精准而稳定的溫

度控制性能； 

MBTC MBTC 达到国际同类设备水平 

波长均匀性 

同一炉次内或者不同炉次间

外延片波长的标准偏差值；偏

差值越小代表均匀性越好 

2nm 2nm 达到国际同类设备水平 

厚度均匀性 

同一炉次内或者不同炉次间

外延片膜厚的标准偏差值：偏

差值越小代表均匀性越好 

2% 2% 达到国际同类设备水平 

资料来源：公司公告，中银国际证券       MBTC：Model-Based Temperature Control，实现基于模型的温度控制 

 

风险提示 

中国大陆存储厂商投产延缓全球存储芯片周期复苏。 
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披露声明 

 

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客

观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何

财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。 

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报

告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，

以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。 

 

评级体系说明 

 

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准： 

公司投资评级： 

买        入：预计该公司在未来 6个月内超越基准指数 20%以上； 

增        持：预计该公司在未来 6个月内超越基准指数 10%-20%； 

中        性：预计该公司股价在未来 6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间； 

减        持：预计该公司股价在未来 6个月内相对基准指数跌幅在 10%以上； 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

行业投资评级： 

强于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现强于基准指数； 

中        性：预计该行业指数在未来 6个月内表现基本与基准指数持平； 

弱于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现弱于基准指数。 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

沪深市场基准指数为沪深 300指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数
或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500指数。 

 



 

 

风险提示及免责声明 

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。 
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证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券

股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾

问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。 

中银国际证券股份有限公司不以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客

户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告

的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意

见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及

损失等。 

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接

或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或

部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公

司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告内使用的商标、

服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银
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股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内

容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客

户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投
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